Opis przedmiotu zaméwienia:

System do wytwarzania powfok metoda sputteringu magnetronowego

1. Konstrukcja systemu i komory procesowej

» system wyposazony w komore prézniowa ze stali nierdzewnej

*  wymiary komory prézniowej minimum 120 dm?

» komora wyposazona we frontowe drzwi do tadowania preparatéw

» drzwi wyposazone w okno podgladu procesu

= okna podgladu roboczego wyposazone w przystony o srednicy wiekszej od $rednicy
okna, w celu minimalizacji osadzania materiatu na oknie

» komora wyposazona w zestaw oston wewnetrznych chroniacych jej wnetrze przed
kontaminacjg podczas procesu osadzania warstw

= ostony wewnetrzne muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

» komora wyposazona w port do potencjalnej rozbudowy o modut tadownika podtozy
tzw. Load-Lock

* komora wyposazona w zawor odcinajacy, utrzymujacy system pod proznig na
wypadek przerwy w dostawie energii

» komora wyposazona w minimum 2 dodatkowe porty CF63 w Scianie bocznej

2. Stolik na podtoza
= system wyposazony w stolik na podtoza o $rednicy minimum 3 cale
= stolik montowany w gérnej czeéci komory
» stolik przystosowany do montazu zaréwno matych prébek jak i duzych podtoéz
o srednicy do min. 3 cale
= stolik wyposazony w uktad automatycznego obracania
= minimalna predko$¢ obrotowa stolika min. 20 obr/min
»  doktadno$é¢ sterowania predkoscia obrotowa stolika nie gorsza niz 1 obr/min
» stolik wyposazony w zmotoryzowany przesuw w osi Z w zakresie min. 50mm
= system wyposazony w dedykowany uktad grzewczy do min. 500°C
= doktadno$é sterowania temperaturg nie gorsza niz +1°C
s stolik wyposazony w automatyczng przystone
» $rednica przystony stolika musi by¢ wieksza od $rednicy stolika
»  stolik wyposazony w odtaczany uchwyt na podtoza

3. Zrodta depozycji - magnetrony
* urzadzenie wyposazone w minimum 3 dziata magnetronowe, chtodzone woda,
wspdtpracujace z targetami o $rednicy 3 cale i grubosci od 1/16 cala do % cala
» system musi byé wyposazony w system chfodzacy dziata magnetronowe
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wymagany tryb depozycji sputter-up

dziata magnetronowe muszg dawac¢ mozliwo$¢ zmiany ich kata nachylenia i odlegtosci
od stolika z podfozami

dziata magnetronowe przystosowane do pracy z zasilaniem DC, RF, AC oraz
impulsowym

dziata magnetronowe wyposazone w automatyczne przystony — 3 szt.

urzgdzenie wyposazone w 1 zasilacz dziata magnetronowego typu RF, pofaczony z
jednym sposréd trzech magnetrondéw

zroédto zasilania RF wyposazone w ukfad automatycznego dopasowania impedancji
zasilanie RF minimum 300W, ptynna regulacja mocy z dokfadnoscia nie gorsza niz 1W
urzadzenie wyposazone w 2 zasilacze dziat magnetronowych typu DC pofaczone z
pozostatymi dwoma magnetronami. Zasilacze DC 0 mocy minimum 850W kazdy
system wyposazony w modut wspétdepozycji (ang. co-deposition) ze wszystkich 3 dziat
magnetronowych jednoczesnie

Zrédta depozycji — naparowanie prézniowe
urzadzenie wyposazone w minimum 2 zrédta do nanoszenia termicznego dedykowane
do parowania metali, dopuszczalne s zrédta wspétpracujace z klasycznymi tédkami,
drutami, koszykami, tygielkami lub Zzrédfa typu komarka efuzyjna
system musi by¢ wyposazony w system do chfodzenia Zzrédet parujacych
zrédta parujgce zamontowane w dolnej czesci komory prézniowej
zrodta parujace wyposazone w automatyczne przystony,
dla Zrodet wspdtpracujgcych z klasycznymi tédkami, drutami, koszykami, tygielkami
1x zasilacz o mocy minimum 800W; 100A/8V, 1x zasilacz o mocy minimum 1600W;
200A/8V
dla zrodet typu komérka efuzyjna 2 dedykowane zasilacze wspétpracujace z danym
typem zrédet
system wyposazony w modut wspétdepozycji (ang. co-deposition) z 2 zrodet
jednoczesnie

Linie gazowe
urzadzenie wyposazone w minimum 4 linie gazowe:
o 1dlagazu plazmo-twérczego; argon
o 3 dla gazéw procesowych; tlen, azot, argon
kazda linia wyposazona w regulator umozliwiajgcy zadawanie set-pointu domieszki
oraz z mozliwoscig zadawania konkretnej wartosci przeptywu gazu
system kontroli wprowadzania gazéw procesowych umozliwiajacy prace w trybie
kontroli przeptywu do zadanej wartosci z doktadnoscia nie gorsza niz 0,1 sccm.



automatyczna wspétpraca kazdego z kontroleréw wprowadzania gazu z zaworem
dtawigcym znajdujacym sie przed pompa turbomolekularng w uktadzie prézniowym,
celem jej ochrony przed podaniem zbyt duzej ilosci gazu

Kontrola procesu

urzadzenie wyposazone w minimum 2 wagi kwarcowe z dedykowanym
oprogramowaniem, pozwalajgce na monitorowanie tempa procesu osadzania (ang.
depostion rate) i grubosci warstwy oraz na kontrole procesu (mozliwo$¢ zadawania set
pointu grubosci wytwarzanej powtoki)

Sterowanie
system wyposazony w sterownik / kontroler z oprogramowaniem, odpowiadajacy za
kontrole urzgdzenia
sterownik/kontroler wbudowany w obudowe urzadzenia
sterownik/kontroler zintegrowany ze wszystkimi komponentami oraz umozliwiajgcy
petng zautomatyzowang kontrole catego urzadzenia
system umozliwiajacy kontrole wszystkich podzespotéw: Zzrodet zasilania, cisnienia
(pomp), pozycji przeston, magnetrondw, wprowadzania gazéw, parametry zrodet
parowania i ich zasilania - wszystko w sposéb zaréwno manualny jak i automatyczny
oprogramowanie z mozliwoscia definiowania, zapisywania i uruchamiania procesow
wieloetapowych, generowania raportow do popularnych formatéw oraz definiowania
przepisow przebiegu offline; bez koniecznosci bezposredniego pofaczenia z
urzadzeniem
oprogramowanie pozwalajgce na zdalna diagnostyke urzadzenia przez producenta
w przypadku potencjalnych problemow
mozliwosé sterowania urzgdzeniem w dwdch trybach; manualnym i automatycznym:
o manualny; uzytkownik manualnie steruje wszystkimi komponentami i operacjami
o automatyczny; uzytkownik definiuje i zapisuje wielosekwencyjny proces depozycji,
ktéry po uruchomieniu programu zostanie wykonany autonomicznie przez
urzgdzenie

Uktad prézniowy
urzadzenie wyposazone w suchg (bezolejowa) pompe prézni wstepnej (typu scroll) o
wydajnosci minimum 20m3/h,
urzadzenie wyposazone w pompe turbomolekularng o wydajnosci minimum 10001/s,
urzadzenie wyposazone w automatyczny zawor dfawigcy zabezpieczajgcy pompe
turbomolekularng przed uszkodzeniem na wypadek podania zwigkszonej ilosci gazu,
automatycznie sterowane odpompowywanie oraz zapowietrzanie komory,
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cisnienie bazowe wewnatrz komory 1 x 10’mbar lub nizsze

system wyposazony w system pozwalajgcy na automatyczng kontrole cisnienia
mozliwosé pomiaru podci$nienia do 10 mbar

system kontroli wprowadzania gazéw procesowych umozliwiajacy prace w trybie
kontroli ci$nienia

czas osiggania ciénienia rzedu 5x10°® mbar wewnatrz komory od rozpoczecia
odpompowywania nie wiecej niz 20 minut

9. Zestaw targetow startowych - $rednica 3 cale, grubos¢ 6mm dla nastepujacych metali i
czystosciach:

Target Ni (99.99%)
Target Fe (99.99%)
Target Cr (99.95%)
Target Ag (99.99%)
Target Mo (99.95%)
Target W (99.95%)
Target Cu (99.95%)

Mozliwosci rozbudowy

mozliwos¢ doposazenia systemu o stolik wyposazony w modut grzewczy do min.
600°C,

mozliwo$¢ doposazenia stolika o modut chtodzacy

mozliwos¢ rozbudowania systemu do min. 4 zrodet zasilania magnetronéw

mozliwos¢ przetaczania wszystkich zasilaczy pomiedzy wszystkie dziata magnetronowe
przy rozbudowanej konfiguracji (4 dziata magnetronowe), bez koniecznosci ingerencji
mechanicznej (tzw. sputter switch)

mozliwos¢ doposazenia systemu o modut wspétdepozyciji dla 4 dziat magnetronowych
(ang. co-deposition)

mozliwos¢ doposazenia o dodatkowe Zrédta ewaporacji termicznej zaréwno wysoko-
jak i niskotemperaturowych

mozliwos¢ doposazenia o uktad zatadowczy typu Load-lock

Gwarancja jakosci i bezpieczenstwa

urzadzenie certyfikowane CE

urzadzenie wyposazone w przycisk bezpiecznego awaryjnego wytaczenia

urzadzenie wyposazone w zabezpieczenia pozwalajgce urzgdzeniu przechodzi¢ w tryb
bezpieczny w przypadku przerw w dostawie energii i pozostatych mediéw niezbednych
do pracy urzgdzenia.



urzadzenie wyposazone w zabezpieczenia przed btedami uzytkownika (ktére moga
doprowadzi¢ do uszkodzenia maszyny, np. gwattowne zapowietrzenie pompy
turbomolekularnej, czy uruchomienie zrédet zasilania przy ci$nieniu atmosferycznym).
urzadzenie wyposazone w zabezpieczenia przeptywu cieczy chiodzacej oraz poziomu
prozni

system nie moze byc¢ prototypem

minimum 12 miesiecy gwarancji

dostawa maksimum 10 miesiecy od daty udzielenia zamowienia (podpisania umowy)
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